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ETUDE DES LASERS III-V SUR SILICIUM 
COHÉRENTS ET À MODULATION 
DIRECTE  POUR LES TRANSMISSIONS 
OPTIQUES RAPIDES.
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CONTEXTE 

ETUDES DU COMPOSANT

LASERS PUISSANTS ET À FAIBLE LARGEUR DE RAIE 

PROCESSUS DE FABRICATION

PLATEFORME PHOTONIQUE SUR SILICIUM

1. Faible coût

2. Haute densité d'intégration

3.Compatibilité avec les technologies CMOS

4. Transparence aux longueurs d’onde des

communications optiques (1,3 µm/1,5 µm)

LASERS HAUT DÉBIT À MODULATION DIRECTE

P-I-V et spectre optique Largeur de raie

Montage expérimental

Bande passante électro-optique Mesures de transmission

CONCEPTION ET DESIGN

𝐵𝑊3𝑑𝐵 > 20 𝐺𝐻𝑧

Δ𝜐 < 120 𝑘𝐻𝑧
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